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ドとラマン Gバンドのピーク比 ID/IGも大きくなること、その一方で平均自由行程 lmfpが短くなること
を観測した。これらの結果から、次のような ID/IGと平均自由行程 lmfpの関係式を得た。 
  
  
    
   
    
               （１） 
ここで、n はキャリア密度、a は比例係数であり、二つの試料で a = 12 nm, 15 nm の値をとった。この
関係式を用いることで、非破壊的なラマン分光によって電気伝導特性を予測することが可能となるだけ
でなく、グラフェンにおけるキャリアの散乱機構についても有益な情報が得られると期待される。 
 
3. まとめ 
 格子歪みの効果の研究では、レジストナノ構造を用いてグラフェンに制御性良く局所歪みを導入する
手法を開発した。さらに、局所１次元歪みを導入したグラフェン試料の電気伝導測定を行い、いくつか
の試料で電気伝導率のゲート電圧依存に平坦部分が現れることを見出した。この平坦部分の原因は、ゲ
ートキャパシタンスの空間変化や電子線照射の影響では無く、格子歪みであることを明らかにした。す
なわち、この平坦部分が漏れ電流のある伝導ギャップに対応すること、漏れ電流の原因は平均自由行程
内における歪みの空間変化量の不足であることを議論した。 
電子線照射の効果の研究では、電子線照射したグラフェンにおけるラマン信号と平均自由行程の間に
上記（１）の関係式が成立することを見いだした。 
 
